Comprobacion de un Transistor JFET de canal P con una Pila de 9 V y un Polimetro Digital

INICIO

Selecciona la posicion
Test de Diodo

v

Conecta la punta roja (+) en SOURCE (S)
y la punta negra (-) en DRAIN (D)

Conecta la punta rola (+) en DRAIN (D)
y la punta negra (-) en SOURCE (S)
(la polaridad da igual)

!

Tocar (+) pila de 9 V en GATE (G)
y (-) pila en SOURCE (S)

o
Tocar (+) pila de 9 V en GATE (G)

/ y (-) pila en DRAIN (D) /
(respeta la polaridad)

!

Retira la pilade 9 V

mide muy ba

¢Mide muy alta
o
sobrerango?

mide muy alta o sobreran

Cortocircuitar el GATE(G) y SOURCE(S)

y
quitar el cortocircuito

mide muy alt

¢Mide baja?

Correcto
JFET de canal N
MOSFET de empobrecimiento de canal N

Notas:
Este metodo es mejor.

desaparece el canal de conduccion y no conduce entre SOURCE (S) y DRAIN (D)

Para descargar ia capacidad interna tienes dos metodos:
1. (+) pilade9V o6V enGATE (G) y (-) pilade 9V o 6 Ven SOURCE (S).
2. (+) pilade9V o6VenGATE (G)y (-) pilade 9V o 6 Ven DRAIN (D).

a o baja

Cortocircuito entre DRAIN (D) y SOURCE (S)
Otra averia
Patillas equivocadas ((-) en GATE (G) y (+) en SOURCE (S))
Patillas equivocadas ((-) en GATE (G) y (+) en DRAIN (D))
No toca la pila de 9 V con las patillas
Pila de 9 V descargada
MOSFET de enriquecimiento de canal N
MOSFET de empobrecimiento de canal N

o
grea un canal de conduccion y conduce entre SOURCE (S) y DRAIN (D)
Para cargar la capacidad interna tienes cuatro metodos:

1. Cortocircuitar GATE (G) y SOURCE (S).

2. Cortocircuitar GATE (G) y DRAIN (D).

3. Tocar con un dedo GATE (G), DRAIN (D) y SOURCE (S) a la vez.

4. Tocar con un dedo GATE (G) y DRAIN (D) a la vez.

a o sobrerango

Circuito abierto entre DRAIN (D) y SOURCE (S)
Otra averia
Patillas equivocadas (entre GATE (G) y SOURCE (S) o GATE (G) y DRAIN (D))
No has cortocircuitado el GATE(G) y SOURCE(S) del Transistor JFET
No tocan las patillas

MOSFET de enriquecimiento de canal N

MOSFET de enriquecimiento de canal P
(lleva Diodo)

JFET
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G|DJ|S JFET de canal N JFET de canal P
+ | = baja muy alta o sobrerango
— | 4+ muy alta o sobrerango baja
— + | muy alta o sobrerango baja
+ — | baja muy alta o sobrerango
+ | — | mas baja (conduce) mas baja (conduce)
muy alta o sobrerango (no conduce) | muy alta o sobrerango (no conduce)
mas baja (conduce) mas baja (conduce)
- + | muy alta o sobrerango (no conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)
Notas:

Las patillas son: izquierda (GAIN), centro (SOURCE) y derecha (DRAIN).
El transistor JFET de canal N es mas usado.

Si conduce mide 2 muy altas o sobrerango y 4 bajas y si no conduce mide 4 muy altas o sobrerango y 2 bajas.

12, Averiquar G:
Buscar 2 patillas donde mida baja.
La patilla que no toco es G.

22, Averiguar JFET de canal N o JFET de canal P:
Poner (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual).

Si mide baja es un JFET de canal N.

Si mide muy alta o sobrerango es un JFET de canal P.




